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一种存储设备包括：连接到位线和源极线的

存储单元、被配置为读取存储单元的数据和/或

将数据写入存储单元中的读和写电路以及被配

置为接收基于电源电压的选择信号的开关电路。

开关电路包括连接在位线与读和写电路之间的

第一开关、连接在源极线与读和写电路之间的第

二开关以及被配置为使用与电源电压不同的读

电压和写电压中的一个、基于选择信号来接通或

断开第一开关和第二开关的开关控制器。
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1.一种存储设备，包括：

存储单元，连接到位线和源极线；

读和写电路，被配置为读取存储单元的数据和/或将数据写入存储单元中；以及

开关电路，被配置为接收基于电源电压的选择信号；其中，所述开关电路包括：

第一开关，连接在位线与读和写电路之间；

第二开关，连接在源极线与读和写电路之间；和

开关控制器，被配置为使用与电源电压不同的读电压和写电压中的一个、基于选择信

号来接通或断开第一开关和第二开关。

2.根据权利要求1所述的存储设备，其中，所述读电压和写电压的电平高于所述电源电

压的电平。

3.根据权利要求1所述的存储设备，其中，

所述第一开关包括连接在位线与读和写电路之间的第一晶体管和第二晶体管，

其中，所述第二开关包括连接在源极线与读和写电路之间的第三晶体管和第四晶体

管，并且

其中，所述开关控制器被进一步配置为：

在读取模式或写入模式中向所述第一晶体管和第三晶体管的栅极端子施加地电压；

在读取模式中向所述第二晶体管和第四晶体管的栅极端子施加读电压；以及

在写入模式中向所述第二晶体管和第四晶体管的栅极端子施加写电压。

4.根据权利要求3所述的存储设备，其中，所述开关控制器包括：

第五晶体管，被配置为基于所述选择信号将第一晶体管和第三晶体管的栅极端子电连

接到地电压；

第六晶体管，被配置为基于反相选择信号将第二晶体管和第四晶体管的栅极端子电连

接到地电压；

第七晶体管，被配置为基于反相选择信号将位线电连接到地电压；

第八晶体管，被配置为基于反相选择信号将源极线电连接到地电压；

第九晶体管，被配置为基于选择信号向第二晶体管和第四晶体管的栅极端子施加读电

压和写电压中的一个；以及

第十晶体管，被配置为基于反相选择信号向第一晶体管和第三晶体管的栅极端子施加

读电压和写电压中的一个。

5.根据权利要求4所述的存储设备，其中，

第九晶体管的栅极端子、第十晶体管的漏极端子、第一晶体管的栅极端子、第三晶体管

的栅极端子以及第五晶体管的漏极端子彼此连接，并且

其中，第十晶体管的栅极端子、第九晶体管的漏极端子、第二晶体管的栅极端子、第四

晶体管的栅极端子以及第六晶体管的漏极端子彼此连接。

6.根据权利要求1所述的存储设备，其中，所述读和写电路包括：

读电压生成器，被配置为生成读电压；

写电压生成器，被配置为生成写电压；以及

读出放大器，被配置为生成读出电压并且使用读出电压来读出存储单元的数据。

7.根据权利要求6所述的存储设备，其中，所述开关控制器在读取模式中使用读电压来
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接通第一开关和第二开关，

其中，在读取模式中通过第一开关向位线施加地电压，并且

其中，在读取模式中通过第二开关向源极线施加读出电压。

8.根据权利要求7所述的存储设备，其中，所述读和写电路进一步包括：

第三开关，被配置为在读取模式中向开关控制器提供读电压；

第四开关，被配置为在读取模式中向第一开关提供地电压；以及

第五开关，被配置为在读取模式中向第二开关提供读出电压。

9.根据权利要求7所述的存储设备，其中，所述读出放大器被进一步配置为：

将流过接收读出电压和地电压的存储单元的第一电流与流过接收读出电压和地电压

的参考电阻器的第二电流相比较，以生成比较结果，以及

基于所述比较结果来读出存储单元的数据。

10.根据权利要求6所述的存储设备，其中，

所述开关控制器在写入模式中使用写电压来接通第一开关和第二开关，

其中，在写入模式中通过第一开关向位线施加地电压和写电压中的一个，并且

其中，在写入模式中通过第二开关向源极线施加地电压和写电压中的另一个。

11.根据权利要求10所述的存储设备，其中，所述读和写电路进一步包括：

第三开关，被配置为在写入模式中向开关控制器提供写电压；

第四开关，被配置为在写入模式中向第一开关提供地电压；

第五开关，被配置为在写入模式中向第一开关提供写电压；

第六开关，被配置为在写入模式中向第二开关提供地电压；以及

第七开关，被配置为在写入模式中向第二开关提供写电压。

12.一种存储设备，包括：

存储单元，连接到位线和源极线；和

开关电路，其中，所述开关电路包括：

第一端子，连接到位线；

第二端子，连接到源极线；

第三端子，接收地电压和写电压中的一个；

第四端子，接收地电压、写电压和读出电压中的一个；

第五端子，接收地电压、写电压和读电压中的一个；以及

第六端子，接收基于电源电压的选择信号，并且

其中，所述开关电路被配置为使用与电源电压不同的读电压和写电压中的一个、基于

选择信号来将第三端子电连接到第一端子并且将第四端子电连接到第二端子。

13.根据权利要求12所述的存储设备，进一步包括：

读电压生成器，被配置为生成读电压；

写电压生成器，被配置为生成写电压；以及

读出放大器，被配置为生成读出电压并且使用读出电压来读出存储单元的数据。

14.根据权利要求13所述的存储设备，其中，在读取模式中，所述开关电路被进一步配

置为：

向第一端子输出通过第三端子接收的地电压；
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向第二端子输出通过第四端子接收的读出电压；以及

通过第五端子来接收读电压。

15.根据权利要求13所述的存储设备，其中，在写入模式中，所述开关电路被进一步配

置为：

向第一端子输出通过第三端子接收的地电压和写电压中的一个；

向第二端子输出通过第四端子接收的地电压和写电压中的另一个；以及

通过第五端子来接收写电压。

16.根据权利要求13所述的存储设备，其中，在与读取模式或写入模式不同的预充电模

式中，所述开关电路被进一步配置为：

通过第三端子接收地电压；

通过第四端子接收地电压；以及

通过第五端子接收地电压。

17.一种存储设备，包括：

存储单元阵列，包括第一存储单元和第二存储单元；

读电压生成器，被配置为生成读电压；

写电压生成器，被配置为生成写电压；

读出放大器，被配置为生成读出电压；

第一开关电路，被配置为响应于基于电源电压的第一选择信号，使用读电压将读出放

大器电连接到第一存储单元或者使用写电压将写电压生成器电连接到第一存储单元；以及

第二开关电路，被配置为响应于基于电源电压的第二选择信号，使用读电压将读出放

大器电连接到第二存储单元或者使用写电压将写电压生成器电连接到第二存储单元。

18.根据权利要求17所述的存储设备，其中，响应于在读取模式中所述第一选择信号被

激活，通过第一开关电路向第一存储单元施加读出电压和地电压，并且

其中，响应于在读取模式中所述第二选择信号被激活，通过第二开关电路向第二存储

单元施加读出电压和地电压。

19.根据权利要求17所述的存储设备，其中，

响应于在写入模式中第一选择信号被激活，通过第一开关电路向第一存储单元施加写

电压和地电压，并且

其中，响应于在写入模式中第二选择信号被激活，通过第二开关电路向第二存储单元

施加写电压和地电压。

20.根据权利要求17所述的存储设备，其中，所述读电压和写电压的电平高于电源电压

的电平。
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包括与电源电压无关地操作的开关电路的存储设备

[0001] 对相关申请的交叉引用

[0002] 本申请要求于2019年7月11日在韩国知识产权局提交的韩国专利申请第10-2019-

0083735号的优先权，该专利申请的整体公开通过引用被合并于此。

技术领域

[0003] 在本文公开的本发明构思的实施例涉及存储设备，并且更具体地涉及包括与电源

电压无关地操作的开关电路的存储设备。

背景技术

[0004] 由于通过纳米尺度制造技术来制造存储设备，所以被施加到存储设备的晶体管的

电源电压的电平可以逐渐地降低。当电源电压的电平降低时，通过直接地使用电源电压将

数据写入存储设备的存储单元中或从存储单元中读取数据，可能变得困难。

[0005] 确定存储在存储设备中的数据可以包括识别与存储单元的数据相对应的电压或

电流。然而，当电源电压的电平降低时，与数据相对应的电压或电流范围的也可能变得更

窄，这可以引起其中有效地确定数据的容限的减小。

发明内容

[0006] 本发明构思的实施例提供一种包括与电源电压无关地操作的开关电路的存储设

备。

[0007] 根据本发明构思的示例实施例，一种存储设备包括：存储单元，连接到位线和源极

线；读和写电路，被配置为读取存储单元中的数据和/或将数据写入存储单元中；以及开关

电路，被配置为基于电源电压来接收选择信号。开关电路包括：第一开关，连接在位线与读

和写电路之间；第二开关，连接在源极线与读和写电路之间；以及开关控制器，被配置为使

用不同于电源电压的读电压和写电压中的一个基于选择信号来接通或断开第一开关和第

二开关。

[0008] 根据本发明构思的示例实施例，一种存储设备包括连接到位线和源极线的存储单

元、以及开关电路。开关电路包括：第一端子，连接到位线；第二端子，连接到源极线；第三端

子，接收地电压和写电压中的一个；第四端子，接收地电压、写电压以及读出电压中的一个；

第五端子，接收地电压、写电压以及读电压中的一个；以及第六端子，基于电源电压来接收

选择信号。开关电路被配置为使用不同于电源电压的读电压和写电压中的一个、基于选择

信号来将第三端子电连接到第一端子并且将第四端子电连接到第二端子。

[0009] 根据本发明构思的示例实施例，一种存储设备包括：存储单元阵列，包括第一存储

单元和第二存储单元；读电压生成器，被配置为生成读电压；写电压生成器，被配置为生成

写电压；读出放大器，被配置为生成读出电压；第一开关电路，被配置为响应于基于电源电

压的第一选择信号、使用读电压将读出放大器电连接到第一存储单元或者使用写电压将写

电压生成器电连接到第一存储单元；以及第二开关电路，被配置为响应于基于电源电压的
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第二选择信号、使用读电压将读出放大器电连接到第二存储单元或者使用写电压将写电压

生成器电连接到第二存储单元。

附图说明

[0010] 通过参考附图详细地描述本发明构思的示例性实施例，本公开的以上及其他对象

和特征将变得明显。

[0011] 图1图示出根据本发明构思的实施例的存储设备的框图。

[0012] 图2图示出图1的存储单元的框图。

[0013] 图3图示出图1的存储单元的实施示例。

[0014] 图4详细地图示出图1的存储设备的框图。

[0015] 图5A和图5B图示出在读取模式中图4的存储设备的操作。

[0016] 图6A和图6B图示出在写入模式中图4的存储设备的操作。

[0017] 图7A和图7B图示出在写入模式中图4的存储设备的操作。

[0018] 图8图示出在预充电模式中图4的存储设备的操作。

[0019] 图9图示出根据本发明构思的另一个实施例的图1的存储设备的框图。

[0020] 图10图示出根据本发明构思的实施例的存储设备的框图。

[0021] 图11至图15是图示出对其应用根据本发明构思的实施例的存储设备的电子设备

的框图。

具体实施方式

[0022] 图1图示出根据本发明构思的实施例的存储设备100的框图。存储设备100可以包

括存储单元110、读和写(读/写)电路120以及开关电路130。

[0023] 存储单元110可以分别地连接到位线BL和源极线SL。在存储设备100的写入模式

中，存储单元110可以根据(基于)位线BL的电压和源极线SL的电压来存储数据。存储单元

110可以根据(基于)位线BL和源极线SL的电压的电平来存储第一逻辑值(例如，“0”)或第二

逻辑值(例如，“1”)。存储单元110能够存储的数据比特的数量可以是一个或更多个。在存储

设备100的读取模式中，可以根据(基于)位线BL的电压和源极线SL的电压来读取存储在存

储单元110中的数据。例如，存储单元110可以是磁阻随机存取存储器(MRAM)单元、静态RAM

(SRAM)单元、动态RAM(DRAM)单元、晶闸管RAM(TRAM)、NAND闪存存储单元、NOR闪存存储单

元、电阻式RAM(RRAM)单元、铁电RAM(FRAM)单元以及相变RAM(PRAM)单元中的一个。在随后

的描述中，假定存储单元110是非易失性MRAM单元，但是本发明构思不限于此。

[0024] 读和写电路120可以通过开关电路130来访问存储单元110。读和写电路120可以生

成用于读取存储单元110的数据的读电压VRD。读和写电路120可以生成用于在存储单元110

中存储、编程和/或写入数据的写电压VWR。如在本文所使用的，术语“和/或”包括一个或多

个相关联的所列项的任何和所有组合。读和写电路120可以向开关电路130供应或提供读电

压VRD和/或写电压VWR。

[0025] 读和写电路120可以通过经由开关电路130向位线BL和源极线SL施加电压来从存

储单元110中读取数据或在存储单元110中写入数据。向位线BL和源极线SL施加的电压也可

以被施加到存储单元110。读取模式中的位线BL和/或源极线SL的电压可以不同于写入模式
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中的位线BL和/或源极线SL的电压。用于写入第一逻辑值的写入模式中的位线BL和/或源极

线SL的电压可以不同于用于写入第二逻辑值的写入模式中的位线BL和/或源极线SL的电

压。

[0026] 开关电路130可以响应于选择信号SEL将存储单元110连接到读和写电路120。开关

电路130可以在存储单元110以及读和写电路120之间提供路径。开关电路130可以包括开关

131、开关132以及开关控制器133。

[0027] 开关131可以被连接在位线BL与读和写电路120之间。开关131可以在开关控制器

133的控制之下被接通并且可以将位线BL电气连接到读和写电路120。开关131可以在开关

控制器133的控制之下被断开并且可以将位线BL从读和写电路120电气地断开连接。

[0028] 开关132可以被连接在源极线SL与读和写电路120之间。开关132可以在开关控制

器133的控制之下被接通并且可以将源极线SL电气连接到读和写电路120。开关132可以在

开关控制器133的控制之下被断开并且可以将源极线SL从读和写电路120电气地断开连接。

[0029] 开关控制器133可以在选择信号SEL被激活(或使能)时接通开关131和132，并且可

以在选择信号SEL被去激活(或禁用)时断开开关131和132。选择信号SEL可以是基于电源电

压和/或地电压的信号。例如，当选择信号SEL被激活时，选择信号SEL可以具有电源电压的

电平和地电压的电平中的一个。当选择信号SEL被去激活时，选择信号SEL可以具有电源电

压的电平和地电压的电平中的另一个。

[0030] 可以从读和写电路120向开关控制器133供应或提供与电源电压不同的读电压VRD

或写电压VWR。开关控制器133可以通过使用与电源电压不同的读电压VRD和写电压VWR中的

一个来接通或断开开关131和132。开关控制器133在读取模式中可以通过使用读电压VRD来

接通开关131和132。开关控制器133在写入模式中可以通过使用写电压VWR来接通开关131

和132。

[0031] 由于通过纳米尺度制造技术来制造存储设备100，所以存储设备100的电源电压的

电平可以逐渐地降低。在开关控制器133通过使用较低的电源电压来接通或断开开关131和

132的情况下，开关131和132可能没有被完全地接通或断开。当开关131和132没有被完全地

断开时，可能在开关131和132处生成泄漏电流。当开关131和132没有被完全地接通时，可能

没有通过开关131和132、位线BL和源极线SL从读和写电路120向存储单元110完全地传递电

压和/或电流。反向地，可能没有通过位线BL、源极线SL以及开关131和132从存储单元110向

读和写电路120完全地传递电压和/或电流。当开关131和132没有被完全地接通时，可能关

于存储单元110造成写失败和/或读失败。

[0032] 根据本发明构思的实施例的开关控制器133可以通过使用读电压VRD和写电压VWR

中的一个来完全地接通或断开开关131和132，而不管电源电压如何。即使电源电压可能变

得较低，但是开关控制器133甚至在低电源电压条件之下也可以完全地接通或断开开关131

和132并且可以操作。因此，开关控制器133可以减少和/或防止否则可能在通过使用电源电

压来接通或断开开关131和132时造成的泄漏电流、写失败和/或读失败的出现。

[0033] 图2图示出图1的存储单元110的框图。图3图示出图1的存储单元110的实施示例。

将一起描述图2和图3。存储单元110可以包括选择晶体管ST和可变电阻元件“R”。

[0034] 选择晶体管ST可以包括基板的本体111、形成在本体111中并且连接(例如，电连接

到)源极线SL的结113、形成在本体111中并且通过可变电阻元件“R”连接(例如，电连接到)
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位线BL的结114、以及在结113和114之间形成在本体111上/之上并且形成字线WL的栅极

112。在一些实施例中，可变电阻元件“R”可以是磁隧道结(MTJ)元件。可变电阻元件“R”可以

包括钉扎层PL、隧穿层TL以及自由层FL。钉扎层PL可以具有固定的磁化方向。自由层FL的磁

化方向可以根据施加到可变电阻元件“R”的电压或电流而改变。可变电阻元件“R”的电阻可

以根据自由层FL的磁化方向是与钉扎层PL的磁化方向相同(或自由层FL的磁化方向与钉扎

层PL的磁化方向匹配到什么程度)还是自由层FL的磁化方向与钉扎层PL的磁化方向不同

(或自由层FL的磁化方向与钉扎层PL的磁化方向不匹配到什么程度)而改变。可变电阻元件

“R”的电阻可以指示存储在存储单元110中的数据。

[0035] 例如，当向位线BL施加地电压并且向源极线SL施加写电压VWR时，电流可以从源极

线SL流动到位线BL。在这种情况下，自由层FL的磁化方向可以与钉扎层PL的磁化方向相反。

可变电阻元件“R”可以处于高电阻状态并且可变电阻元件“R”的电阻可以相对较大。可变电

阻元件“R”可以处于反平行(anti-parallel，AP)状态，并且存储单元110可以存储第二逻辑

值(例如，“1”)。例如，当向位线BL施加写电压VWR并且向源极线SL施加地电压时，电流可以

从位线BL流动到源极线SL。在这种情况下，自由层FL的磁化方向可以与钉扎层PL的磁化方

向相同。可变电阻元件“R”可以处于低电阻状态，并且可变电阻元件“R”的电阻可以相对较

小。可变电阻元件“R”可以处于平行(P)状态，并且存储单元110可以存储第一逻辑值(例如，

“0”)。

[0036] 参考图2和图3来描述示例，其中，选择晶体管ST的第一端连接到源极线SL，选择晶

体管ST的第二端连接到可变电阻元件“R”的第一端并且可变电阻元件“R”的第二端连接到

位线BL。以上连接仅仅是示例，并且本发明构思不限于此。例如，选择晶体管ST的第一端可

以连接到位线BL，选择晶体管ST的第二端可以连接到可变电阻元件“R”的第一端，并且可变

电阻元件“R”的第二端可以连接到源极线SL。为了将可变电阻元件“R”设置为高电阻状态或

低电阻状态的目的，施加到位线BL和源极线SL的电压不局限于以上示例。

[0037] 图4详细地图示出图1的存储设备100的框图。存储单元110可以包括如参考图2和

图3所描述的选择晶体管ST和可变电阻元件“R”。

[0038] 读和写电路120可以包括写电压生成器121、读电压生成器122以及读出放大器

123。读和写电路120也可以包括利用电源电压VDD1供电的电源电压端子VDD1、利用电源电

压VDD2供电的电源电压端子VDD2、利用地电压GND供电的地电压端子GND、连接到开关电路

130的位线输入端子BL_IN的位线输出端子BL_OUT、连接到开关电路130的导通电压端子VON

的导通电压端子VON，以及连接到开关电路130的源极线输入端子SL_IN的源极线输出端子

SL_OUT。

[0039] 写电压生成器121可以通过使用通过电源电压端子VDD1和VDD2供电的电源电压

VDD1和VDD2中的至少一个来生成并且调节写电压VWR。读电压生成器122可以通过使用通过

电源电压端子VDD1和VDD2供电的电源电压VDD1和VDD2中的至少一个来生成并且调节读电

压VRD。写电压生成器121和读电压生成器122中的每一个可以包括电荷泵电路、比较器、参

考电压生成器，等等。例如，可以向其中栅氧化层的厚度相对较薄的晶体管施加电源电压

VDD1，并且可以向其中栅氧化层的厚度相对较厚的晶体管施加电源电压VDD2。电源电压

VDD1的电平可以低于电源电压VDD2的电平。电源电压VDD1可以是参考图1描述的电源电压，

并且可以用于生成选择信号SEL和反相选择信号SELB。
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[0040] 例如，读电压VRD的电平可以高于电源电压VDD1的电平，并且写电压VWR的电平可

以高于读电压VRD的电平。写电压VWR的电平可能必须足够高以将存储在存储单元110中的

第一逻辑值改变为第二逻辑值(并且反之亦然)。与写电压VWR不同，因为读电压VRD不用来

改变存储在存储单元110中的逻辑值，而是用于读取存储在存储单元110中的逻辑值，所以

读电压VRD的电平可以低于写电压VWR的电平。与写电压VWR相比电平更低的读电压VRD可以

提高晶体管的可靠性或生存期。

[0041] 读出放大器123可以生成读出电压VSENSE。读出放大器123可以包括被配置为生成

读出电压VSENSE的电压源或电压生成器。读出放大器123可以通过使用读出电压VSENSE来

读出存储单元110的数据。在读取模式中，读出放大器123可以向开关SW2和参考电阻器RREF

输出读出电压VSENSE。读出放大器123可以将当读出电压VSENSE和地电压GND被施加到参考

电阻器RREF的相对两端时流过参考电阻器RREF的电流与当读出电压VSENSE和地电压GND被施

加到存储单元110的相对两端时流过存储单元110的电流相比较。读出放大器123可以基于

比较的结果来读出存储单元110的数据。例如，读出电压VSENSE的电平可以在地电压GND和

电源电压VDD1之间。

[0042] 读和写电路120可以包括开关SW1至SW8。可以通过读使能信号REN、写使能信号

WREN0和WREN1、和/或预充电信号PRE中的至少一个来接通或断开开关SW1至SW8。可以在用

于读取存储在存储单元110中的数据的读取模式期间激活读使能信号REN，并且可以在剩余

时间期间去激活读使能信号REN。可以在用于将数据(例如，第一逻辑值“0”)写入存储单元

110中的写入模式期间激活写使能信号WREN0，并且可以在剩余时间期间去激活写使能信号

WREN0。可以在用于将数据(例如，第二逻辑值“1”)写入存储单元110中的写入模式期间激活

写使能信号WREN1，并且可以在剩余时间期间去激活写使能信号WREN1。可以在并非读取模

式和写入模式的预充电模式期间激活预充电信号PRE，并且可以在剩余时间期间去激活预

充电信号PRE，预充电模式用于在读取模式或写入模式之前将开关电路131和132、位线BL以

及源极线SL的所有节点的电压电平设置为特定电平(例如，地电压GND)。例如，预充电模式

和预充电信号PRE可以分别被称为“均衡模式”和“均衡信号”。

[0043] 当预充电信号PRE、读使能信号REN和写使能信号WREN1中的一个被激活时，开关

SW7可以被接通并且可以向位线输出端子BL_OUT输出地电压GND。当预充电信号PRE、读使能

信号REN和写使能信号WREN1被去激活时，可以断开开关SW7。当写使能信号WREN0被激活时，

开关SW8可以被接通并且可以向位线输出端子BL_OUT输出写电压VWR。当写使能信号WREN0

被去激活时，开关SW8可以被断开。

[0044] 当预充电信号PRE被激活时，开关SW5可以被接通并且可以向导通电压端子VON输

出地电压GND。当预充电信号PRE被去激活时，开关SW5可以被断开。当读使能信号REN被激活

时，开关SW1可以被接通并且可以向导通电压端子VON输出读电压VRD。当读使能信号REN被

去激活时，开关SW1可以被断开。当写使能信号WREN0和WREN1中的一个被激活时，开关SW3可

以被接通并且可以向导通电压端子VON输出写电压VWR。当写使能信号WREN0和WREN1被去激

活时，开关SW3可以被断开。

[0045] 当预充电信号PRE和写使能信号WREN0中的一个被激活时，开关SW6可以被接通并

且可以向源极线输出端子SL_OUT输出地电压GND。当预充电信号PRE和写使能信号WREN0被

去激活时，开关SW6可以被断开。当写使能信号WREN1被激活时，开关SW4可以被接通并且可

说　明　书 5/14 页

9

CN 112216325 A

9



以向源极线输出端子SL_OUT输出写电压VWR。当写使能信号WREN1被去激活时，开关SW4可以

被断开。当读使能信号REN被激活时，开关SW2可以被接通并且可以向源极线输出端子SL_

OUT输出读出电压VSENSE。当读使能信号REN被去激活时，开关SW2可以被断开。

[0046] 开关电路130可以包括分别连接到读和写电路120的位线输出端子BL_OUT、导通电

压端子VON和源极线输出端子SL_OUT的位线输入端子BL_IN、导通电压端子VON和源极线输

入端子SL_IN。开关电路130可以另外包括连接到位线BL的位线端子BL、利用地电压GND供电

的接地端子GND以及连接到源极线SL的源极线端子SL。开关电路130可以另外包括接收选择

信号SEL的选择端子SEL和接收反相选择信号SELB的反相选择端子SELB。例如，因为反相选

择信号SELB可以是选择信号SEL的反相版本，所以反相选择信号SELB可以在选择信号SEL被

激活时被去激活并且可以在选择信号SEL被去激活时被激活。

[0047] 开关131可以被连接在位线输入端子BL_IN和位线端子BL之间。开关131可以包括

晶体管P0和N0。晶体管P0和N0的并联连接可以配置传输门。晶体管P0的栅极端子可以连接

到节点n2。晶体管N0的栅极端子可以连接到节点n1。根据节点n1和n2的电压电平，晶体管P0

和N0可以将位线输入端子BL_IN电连接到位线端子BL或可以将位线输入端子BL_IN与位线

端子BL电气地断开连接。

[0048] 开关132可以被连接在源极线输入端子SL_IN和源极线端子SL之间。开关132可以

包括晶体管P1和N1。晶体管P1和N1的并联连接可以配置传输门。晶体管P1的栅极端子可以

连接到节点n2。晶体管N1的栅极端子可以连接到节点n1。根据节点n1和n2的电压电平，晶体

管P1和N1可以将源极线输入端子SL_IN电连接到源极线端子SL或可以将源极线输入端子

SL_IN与源极线端子SL电气地断开连接。

[0049] 开关控制器133可以包括晶体管N2至N5、P2和P3。根据选择信号SEL和反相选择信

号SELB，开关控制器133可以确定节点n1和n2的电压电平或者可以利用地电压GND来驱动位

线BL和源极线SL。当选择信号SEL被激活时，存储单元110可以被选择，或当反相选择信号

SELB被激活时，存储单元110可以不被选择。

[0050] 晶体管N4可以被连接在位线端子BL和接地端子GND之间。晶体管N4可以根据反相

选择信号SELB将位线BL电连接到地电压GND。当反相选择信号SELB被激活时，晶体管N4可以

利用地电压GND来驱动位线BL。晶体管N5可以被连接在源极线端子SL和接地端子GND之间。

晶体管N5可以根据反相选择信号SELB将源极线SL电连接到地电压GND。当反相选择信号

SELB被激活时，晶体管N5可以利用地电压GND来驱动源极线SL。

[0051] 晶体管N2可以被连接在节点n2和接地端子GND之间。晶体管N2可以根据选择信号

SEL将节点n2电连接到地电压GND。当选择信号SEL被激活时，晶体管N2可以利用地电压GND

来驱动节点n2。晶体管N3可以被连接在节点n1和接地端子GND之间。晶体管N3可以根据反相

选择信号SELB将节点n1电连接到地电压GND。当反相选择信号SELB被激活时，晶体管N3可以

利用地电压GND来驱动节点n1。

[0052] 晶体管P2可以被连接在节点n2和导通电压端子VON之间。晶体管P2可以根据反相

选择信号SELB来向节点n2施加读电压VRD和写电压VWR中的一个。当通过晶体管N3利用地电

压GND来驱动节点n1时，晶体管P2可以被导通并且可以利用通过导通电压端子VON供应的电

压(例如，读电压VRD和写电压VWR中的一个)来驱动节点n2。晶体管P3可以被连接在节点n1

和导通电压端子VON之间。晶体管P3可以根据选择信号SEL来向节点n1施加读电压VRD和写
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电压VWR中的一个。当通过晶体管N2利用地电压GND来驱动节点n2时，晶体管P3可以被导通

并且可以利用通过导通电压端子VON供应的电压(例如，读电压VRD和写电压VWR中的一个)

来驱动节点n1。

[0053] 晶体管P2和P3可以配置交叉耦合对。晶体管P2的漏极端子可以连接到节点n2，节

点n2连接到晶体管P0和P1的栅极端子、晶体管N2的漏极端子以及晶体管P3的栅极端子。晶

体管P3的漏极端子可以连接到节点n1，节点n1连接到晶体管N0和N1的栅极端子、晶体管N3

的漏极端子以及晶体管P2的栅极端子。

[0054] 开关控制器133可以通过使用通过导通电压端子VON和地电压GND供应的电压(地

电压GND、读电压VRD和写电压VWR中的一个)来接通或断开开关131和132。开关控制器133可

以接收基于电源电压VDD1的选择信号SEL和反相选择信号SELB，但是可以不通过使用电源

电压VDD1来接通或断开开关131和132。因此，即使电源电压VDD1的电平变得更低，开关控制

器133也可以完全地接通或断开开关131和132。

[0055] 在实施例中，开关电路130的晶体管P0至P3和N0至N5中的每一个可以具有相对薄

的栅氧化层。大于电源电压VDD1的电源电压VDD2可以不被直接地施加到晶体管P0至P3和N0

至N5。电源电压VDD1、写电压VWR、读电压VRD和读出电压VSENSE可以被直接地施加到晶体管

P0至P3和N0至N5。

[0056] 图5A和图5B图示出在读取模式中图4的存储设备的操作。在图1至图4中图示出一

个示例，其中存储单元110包括一个存储单元110和一个开关电路130，但存储单元110的数

量和开关电路130的数量可以不限于此。例如，存储单元110可以包括两个或更多存储单元

110以及两个或更多开关电路130。在图5A和图5B中图示出的示例中，存储设备100包括存储

单元110_1和110_2以及开关电路130_1和130_2，但是本发明构思不限于此。

[0057] 存储单元110_1和110_2中的每一个可以基本上与参考图1至图4所描述的存储单

元110相同。存储单元110_1和110_2可以共同连接到字线WL，并且存储单元110_1和110_2的

选择晶体管ST可以在字线WL被激活时导通。

[0058] 开关电路130_1和130_2中的每一个可以基本上与参考图1至图4描述的开关电路

130相同。开关电路130_1可以通过位线BL1和源极线SL1连接到存储单元110_1。开关电路

130_2可以通过位线BL2和源极线SL2连接到存储单元110_2。开关电路130_1可以分别通过

选择端子SEL和反相选择端子SELB来接收选择信号SEL[1]和反相选择信号SELB[1]。开关电

路130_2可以分别通过选择端子SEL和反相选择端子SELB来接收选择信号SEL[2]和反相选

择信号SELB[2]。

[0059] 开关电路130_1和130_2的位线输入端子BL_IN可以分别地连接到读和写电路120

的位线输出端子BL_OUT。开关电路130_1和130_2的导通电压端子VON可以分别地连接到读

和写电路120的导通电压端子VON。开关电路130_1和130_2的源极线输入端子SL_IN可以分

别地连接到读和写电路120的源极线输入端子SL_OUT。读和写电路120可以通过从开关电路

130_1和130_2中选择的一个来访问存储单元。存储单元的数量可以是2或更多，并且开关电

路的数量可以是2或更多。

[0060] 在图5A中，假定存储设备100操作在读取模式中用于读取存储单元110_1。预充电

信号PRE以及写使能信号WREN0和WREN1可以被去激活，并且读使能信号REN可以被激活。在

读和写电路120中，开关SW7、SW1和SW2可以被接通，并且剩余的开关SW8、SW5、SW3、SW6和SW4
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可以被断开。开关SW7可以通过位线输出端子BL_OUT和开关电路130的位线输入端子BL_IN

来向开关131提供地电压GND。开关SW1可以通过导通电压端子VON和开关电路130的导通电

压端子VON来向开关控制器133提供读电压VRD。开关SW2可以通过源极线输出端子SL_OUT和

开关电路130_1的源极线输入端子SL_IN来向开关132提供读出电压VSENSE。

[0061] 在读取模式中，字线WL可以被激活，选择信号SEL[1]可以被激活，并且选择信号

SEL[2]可以被去激活。开关控制器133的晶体管P2、N3、N4和N5可以被截止，并且开关控制器

133的晶体管P3和N2可以被导通。通过晶体管P3和N2，可以利用读电压VRD来驱动节点n1并

且可以利用地电压GND来驱动节点n2。当地电压GND被施加到晶体管P0和P1的栅极端子并且

读电压VRD被施加到晶体管N0和N1的栅极端子时，开关131和132可以被接通。

[0062] 通过使用读电压VRD和地电压GND，开关电路130_1可以将开关电路130_1的位线输

入端子BL_IN电连接到开关电路130_1的位线端子BL，并且可以将开关电路130_1的源极线

输入端子SL_IN电连接到开关电路130_1的源极线端子SL。开关控制器133可以通过使用地

电压GND和通过导通电压端子VON供应的读电压VRD来接通开关131和132。开关131可以向开

关电路130_1的位线端子BL输出通过开关电路130_1的位线输入端子BL_IN所供应的地电压

GND。开关132可以向开关电路130_1的源极线端子SL输出通过开关电路130_1的源极线输入

端子SL_IN所供应的读出电压VSENSE。

[0063] 读和写电路120可以通过开关SW7、位线输出端子BL_OUT、开关电路130_1的位线输

入端子BL_IN、开关131和开关电路130_1的位线端子BL向位线BL施加地电压GND。读和写电

路120可以通过开关SW2、源极线输出端子SL_OUT、开关电路130_1的源极线输入端子SL_IN、

开关132和开关电路130_1的源极线端子SL向开关电路130_1的源极线SL施加读出电压

VSENSE。读出电压VSENSE和地电压GND可以被施加到存储单元110_1的相对两端。如上所述，

读出放大器123可以通过将流过存储单元110_1的电流与流过参考电阻器RREF的电流相比较

来读出和放大存储单元110_1的数据。

[0064] 在图5B中，假定存储设备100操作在读取模式中用于读取存储单元110_2。与图5A

不同，选择信号SEL[2]可以被激活，并且选择信号SEL[1]可以被去激活。图5B的读和写电路

120、开关电路130_2以及存储单元110_2的操作可以基本上与图5A的读和写电路120、开关

电路130_1以及存储单元110_1的操作相同。

[0065] 在用于读取存储单元110_2的读取模式中，在开关电路130_1中，开关控制器133的

晶体管P2、N3、N4和N5可以被接通，并且开关控制器133的晶体管P3和N2可以被断开。通过晶

体管P2、N3、N4和N5，可以利用地电压GND来驱动节点n1并且可以利用读电压VRD来驱动节点

n2。当读电压VRD被施加到晶体管P0和P1的栅极端子并且地电压GND被施加到晶体管N0和N1

的栅极端子时，开关131和132可以被截止。

[0066] 图6A和图6B图示出在写入模式中图4的存储设备的操作。如参考图5A和图5B所描

述的，存储设备100可以包括存储单元110_1和110_2以及开关电路130_1和130_2。

[0067] 在图6A中，假定存储设备100操作在写入模式中用于通过将存储单元110_1的可变

电阻元件“R”设置为AP状态来将第二逻辑值写入存储单元110_1中。预充电信号PRE、写使能

信号WREN0和读使能信号REN可以被去激活，并且写使能信号WREN1可以被激活。在读和写电

路120中，开关SW7、SW3和SW4可以被接通，并且剩余的开关SW8、SW5、SW1、SW6和SW2可以被断

开。开关SW7可以通过位线输出端子BL_OUT和开关电路130_1的位线输入端子BL_IN来向开
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关131提供地电压GND。开关SW3可以通过导通电压端子VON和开关电路130的导通电压端子

VON来向开关控制器133提供写电压VWR。开关SW4可以通过源极线输出端子SL_OUT和开关电

路130_1的源极线输入端子SL_IN向开关132提供写电压VWR。

[0068] 在写入模式中，字线WL可以被激活，选择信号SEL[1]可以被激活，并且选择信号

SEL[2]可以被去激活。开关控制器133的晶体管P2、N3、N4,和N5可以被截止，并且开关控制

器133的晶体管P3和N2可以被导通。通过晶体管P3和N2，可以利用地电压GND来驱动节点n2

并且可以利用写电压VWR来驱动节点n1。当地电压GND被施加到晶体管P0和P1的栅极端子并

且写电压VWR被施加到晶体管N0和N1的栅极端子时，开关131和132可以被接通。

[0069] 通过使用写电压VWR和地电压GND，开关电路130_1可以将开关电路130_1的位线输

入端子BL_IN电连接到开关电路130_1的位线端子BL并且可以将开关电路130_1的源极线输

入端子SL_IN电连接到开关电路130_1的源极线端子SL。开关控制器133可以通过使用地电

压GND和通过导通电压端子VON供应的写电压VWR来接通开关131和132。开关131可以向开关

电路130_1的位线端子BL输出通过开关电路130_1的位线输入端子BL_IN所供应的地电压

GND。开关132可以向开关电路130_1的源极线端子SL输出通过开关电路130_1的源极线输入

端子SL_IN供应的写电压VWR。

[0070] 读和写电路120可以通过开关SW7、位线输出端子BL_OUT、开关电路130_1的位线输

入端子BL_IN、开关131和开关电路130_1的位线端子BL来向开关电路130_1的位线BL施加地

电压GND。读和写电路120可以通过开关SW4、源极线输出端子SL_OUT、开关电路130_1的源极

线输入端子SL_IN、开关132和开关电路130_1的源极线端子SL来向开关电路130_1的源极线

SL施加写电压VWR。读和写电路120可以将第二逻辑值写入存储单元110_1中。

[0071] 在图6B中，假定存储设备100操作在写入模式中用于通过将存储单元110_2的可变

电阻元件“R”设置为AP状态来将第二逻辑值写入存储单元110_2中。与图6A不同，选择信号

SEL[2]可以被激活，并且选择信号SEL[1]可以被去激活。图6B的读和写电路120、开关电路

130_2以及存储单元110_2的操作可以基本上与图6A的读和写电路120、开关电路130_1以及

存储单元110_1的操作相同。

[0072] 在用于将第二逻辑值写入存储单元110_2的写入模式中，在开关电路130_1中，开

关控制器133的晶体管P2、N3、N4和N5可以被导通，并且开关控制器133的晶体管P3和N2可以

被截止。通过晶体管P2、N3、N4和N5，可以利用地电压GND来驱动节点n1并且可以利用写电压

VWR来驱动节点n2。当写电压VWR被施加到晶体管P0和P1的栅极端子并且地电压GND被施加

到晶体管N0和N1的栅极端子时，开关131和132可以被断开。

[0073] 图7A和图7B图示出在写入模式中图4的存储设备的操作。描述将关注于图7A和图

7B与图6A和图6B之间的差别。在图7A中，假定存储设备100操作在写入模式中用于通过将存

储单元110_1的可变电阻元件“R”设置为P状态来将第一逻辑值写入存储单元110_1中。预充

电信号PRE、写使能信号WREN1和读使能信号REN可以被去激活，并且写使能信号WREN0可以

被激活。在读和写电路120中，开关SW8、SW3和SW6可以被接通，并且剩余的开关SW7、SW5、

SW1、SW4和SW2可以被断开。开关SW8可以通过位线输出端子BL_OUT和开关电路130_1的位线

输入端子BL_IN来向开关131提供写电压VWR。开关SW3可以通过导通电压端子VON和开关电

路130的导通电压端子VON来向开关控制器133提供写电压VWR。开关SW6可以通过源极线输

出端子SL_OUT和开关电路130_1的源极线输入端子SL_IN来向开关132提供地电压GND。
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[0074] 开关131可以向开关电路130_1的位线端子BL输出通过位线输入端子BL_IN供应的

写电压VWR。开关132可以向开关电路130_1的源极线端子SL输出通过源极线输入端子SL_IN

供应的地电压GND。读和写电路120可以通过开关SW8、位线输出端子BL_OUT、开关电路130_1

的位线输入端子BL_IN开关131和开关电路130_1的位线端子BL来向开关电路130_1的位线

BL施加写电压VWR。读和写电路120可以通过开关SW6、源极线输出端子SL_OUT、开关电路

130_1的源极线输入端子SL_IN、开关132和开关电路130_1的源极线端子SL来向开关电路

130_1的源极线SL施加地电压GND。读和写电路120可以将第一逻辑值写入存储单元110_1

中。

[0075] 在图7B中，假定存储设备100操作在写入模式中用于通过将存储单元110_2的可变

电阻元件“R”设置为P状态来将第一逻辑值写入存储单元110_2中。与图7A不同，选择信号

SEL[2]可以被激活，并且选择信号SEL[1]可以被去激活。图7B的读和写电路120、开关电路

130_2和存储单元110_2的操作可以基本上与图7A的读和写电路120、开关电路130_1和存储

单元110_1的操作相同。图7B的开关电路130_1的操作基本上与图6B的开关电路130_1的操

作相同。

[0076] 图8图示出在预充电模式中图4的存储设备的操作。如参考图5A和图5B所描述的，

存储设备100可以包括存储单元110_1和110_2以及开关电路130_1和130_2。

[0077] 写使能信号WREN0和WREN1以及读使能信号REN可以被去激活，并且预充电信号PRE

可以被激活。在读和写电路120中，开关SW7、SW5和SW6可以被接通，并且剩余的开关SW8、

SW1、SW3、SW4和SW2可以被断开。开关SW7可以通过位线输出端子BL_OUT和开关电路130_1的

位线输入端子BL_IN来向开关131提供地电压GND。开关SW5可以通过导通电压端子VON和开

关电路130_1的导通电压端子VON来向开关控制器133提供地电压GND。开关SW6可以通过源

极线输出端子SL_OUT和开关电路130_1的源极线输入端子SL_IN来向开关132提供地电压

GND。在预充电模式中，可以利用地电压GND来驱动开关电路130_1的所有节点。

[0078] 图9图示出根据本发明构思的另一个实施例的图1的存储设备的框图。描述将关注

于图9的存储设备100和图4的存储设备100之间的差别。开关电路130可以不包括反相选择

端子SELB并且可以包括反相器IV0和IV1。反相器INV0可以接收选择信号SEL并且可以生成

反相选择信号SELB。反相器INV1可以接收反相选择信号SELB并且可以生成延迟选择信号

SELD。晶体管N2可以响应于延迟选择信号SELD来操作，并且晶体管N3至N5可以响应于反相

选择信号SELB来操作。

[0079] 图10图示出根据本发明构思的实施例的存储设备的框图。存储设备1000可以包括

存储单元阵列1100、读和写电路1200、开关阵列1300、控制电路1400、行译码器1500、列译码

器1600以及输入/输出电路1700。以上组件可以基于参考图4至图9所描述的电源电压VDD1

来操作。如上所述，读和写电路1200可以通过使用电源电压VDD1和电源电压VDD2中的至少

一个来生成读电压VRD和写电压VWR中的一个。

[0080] 存储单元阵列1100可以包括沿着行方向和列方向布置的多个存储单元MC。存储单

元MC中的每一个可以基本上与参考图1至图9描述的存储单元110、110_1和110_2相同。存储

单元MC可以连接到字线WL1至WLx(x是1或更大的自然数)、位线BL1至BLy(y是1或更大的自

然数)和源极线SL1至SLy。

[0081] 读和写电路1200可以包括：写电压生成器1210，以生成写电压VWR；读电压生成器
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1220，以生成读电压VRD；和一个或更多个读出放大器1230，以生成读出电压VSENSE。读和写

电路1200可以基本上与参考图1至图9描述的读和写电路120相同并且可以包括读和写电路

120的开关SW1至SW8。一个读出放大器1230可以用于读出连接到位线BL1至BLy和源极线SL1

至SLy的存储单元的数据。另一个读出放大器1230可以进一步用于读出存储单元阵列1100

的其他存储单元的数据。例如，读出放大器1230的数量可以是一个或更多个。可以对于存储

单元阵列1100的所有存储单元以及开关阵列1300的所有开关电路SC1至SCy来共同使用由

写电压生成器1210生成的写电压VWR。可以对于存储单元阵列1100的所有存储单元以及开

关阵列1300的所有开关电路SC1至SCy来共同使用由读电压生成器1220生成的读电压VRD。

[0082] 开关阵列1300可以包括开关电路SC1至SCy。开关电路SC1至SCy中的每一个可以基

本上与参考图1至图9描述的开关电路130、130_1和130_2相同。根据选择信号SEL[1]，开关

电路SC1可以提供读和写电路1200与连接到位线BL1和源极线SL1且在列方向上布置的存储

单元之间的连接路径。根据选择信号SEL[2]，开关电路SC2可以提供读和写电路1200与连接

到位线BL2和源极线SL2且在列方向上布置的存储单元之间的连接路径。同样地，根据选择

信号SEL[y]，开关电路SCy可以提供读和写电路1200与连接到位线BLy和源极线SLy且在列

方向上布置的存储单元之间的连接路径。

[0083] 控制电路1400可以从存储设备1000的外部(例如，主机或存储器控制器)接收命令

CMD和地址ADD。控制电路1400可以基于命令CMD来控制存储设备1000的其余组件1100、

1200、1300、1500、1600和1700。控制电路1400可以从地址ADD生成行地址RA并且可以向行译

码器1500提供行地址RA。控制电路1400可以从地址ADD生成列地址CA并且可以向列译码器

1600提供列地址CA。控制电路1400可以生成预充电信号PRE、读使能信号REN以及写使能信

号WREN0和WREN1，并且可以向读和写电路1200提供预充电信号PRE、读使能信号REN以及写

使能信号WREN0和WREN1。控制电路1400可以在预充电模式中激活预充电信号PRE，可以在读

取模式中激活读使能信号REN，并且可以在写入模式中激活写使能信号WREN0和WREN1中的

一个。

[0084] 在控制电路1400的控制之下，行译码器1500可以从字线WL1至WLx当中选择或激活

与行地址RA相对应的字线。在控制电路1400的控制之下，列译码器1600可以从选择信号

SEL1至SELy当中选择或激活与列地址CA相对应的选择信号。例如，当从外部接收用于与地

址ADD相对应的存储单元的读命令或写命令时，连接到与地址ADD相对应的存储单元的字线

可以被激活，并且连接到与地址ADD相对应的存储单元的位线和源极线可以通过开关阵列

1300而连接到读和写电路1200。

[0085] 输入/输出电路1700可以通过输入/输出路径从读和写电路1200接收读数据并且

可以向外部输出读数据。输入/输出电路1700可以从外部接收写数据并且可以通过输入/输

出路径向读和写电路1200输出写数据。

[0086] 图11至图15是图示出对其应用根据本发明构思的实施例的存储设备的电子设备

的框图。电子设备2000至6000中的每一个可以被称为“计算系统”、“存储系统”、“电子系统”

或“通信系统”。例如，电子设备2000至6000中的每一个可以是以下或在以下中被使用：台式

计算机、膝上型计算机、平板式计算机、移动设备、智能电话、个人数字助理(PDA)、便携式多

媒体播放机(PMP)、可穿戴设备、视频游戏控制台、工作站、服务器、能够使用或支持由移动

行业处理器接口(MIPI)联盟提出的接口协议的数据处理设备、家用电器、黑盒、无人航空载
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具，等等。

[0087] 参考图11，电子设备2000可以包括主机2100和存储模块2200。主机2100可以与存

储模块2200交换数据。例如，主机2100可以包括一个或多个核。主机2100可以包括控制存储

模块2200的存储器控制器。存储器控制器可以通过信道CH向存储模块2200发送命令CMD、地

址ADD和数据DATA中的至少一个或可以通过信道CH从存储模块2200接收数据DATA。

[0088] 存储模块2200可以包括存储设备2300。在电子设备2000中，存储模块2200的数量

和附接到一个存储模块2200的存储设备2300的数量中的每一个是一个或更多个。存储模块

2200可以是单列直插式模块(SIMM)或双列直插式存储模块(DIMM)。存储设备2300可以包括

参考图1至图10描述的存储设备100和1000、静态随机存取存储器(SRAM)设备、动态RAM

(DRAM)设备、晶闸管RAM(TRAM)设备、NAND闪存存储设备、NOR闪存存储设备、电阻式RAM

(RRAM)、铁电RAM(FRAM)以及相变RAM(PRAM)中的至少一个，并且各种存储设备2300的数量

可以是一个或更多个。例如，存储模块2200可以是SIMM、DIMM、寄存DIMM(RDIMM)、负载减少

的DIMM(LRDIMM)、无缓冲DIMM(UDIMM)、全缓冲DIMM(FB-DIMM)、小型DIMM(SO-DIMM)、非易失

性DIMM(NVDIMM)，等等。

[0089] 参考图12，电子设备3000可以包括片上系统(在下文被称为“SoC”)3100、存储设备

3200以及基板3300。SoC  3100可以包括处理器、片上存储器、存储器控制器等等。作为应用

处理器的SoC  3100可以通过基板3300上的输入/输出路径向存储设备3200发送命令CMD、地

址ADD和数据DATA中的至少一个或者可以通过输入/输出路径从存储设备3200接收数据

DATA。

[0090] 存储设备3200可以包括可以在垂直方向上堆叠的存储器裸片3210和3220以及缓

冲器裸片3230。硅通孔TSV可以提供存储器裸片3210和3220与缓冲器裸片3230之间的物理

或者电子路径。

[0091] 存储器裸片3210可以包括第一区域3211和第二区域3212。可以将参考图1至图10

描述的存储设备100或1000的组件放置在第一区域3211中。可以将硅通孔TSV放置在第二区

域3212中，和/或可以将用于通过硅通孔TSV发送或者接收信号的电路放置在第二区域3212

中。可以将存储器裸片3220实施为基本上与存储器裸片3210相同。缓冲器裸片3230(或者被

称为“核裸片”或“逻辑裸片”)可以包括第一区域3231和第二区域3232。可以将用于通过输

入/输出路径接收从SoC  3100发送的命令CMD、地址ADD和数据DATA或者通过输入/输出路径

向SoC  3100发送数据DATA的接口电路放置在第一区域3231中。而且，可以将参考图1至图10

描述的存储设备100或1000的组件放置在第一区域3231中。可以将硅通孔TSV放置在第二区

域3232中，和/或可以将用于通过硅通孔TSV发送或者接收信号的电路放置在第二区域3232

中。

[0092] 基板3300可以提供SoC  3100和存储设备3200之间的输入/输出路径。例如，基板

3300可以包括印制电路板、柔性电路板、陶瓷基板或插入器。

[0093] 在实施例中，存储设备3200可以包括垂直地堆叠的多个层。可以将构成用于控制

图10的存储单元阵列1100的外围电路的组件1200至1700安置在存储设备3200的堆叠的层

中的最低层。安置存储单元阵列1100的层可以位于其中安置组件1200至1700的层。例如，可

以在外围设备上的单元(COP)结构中形成存储设备3200。

[0094] 参考图13，电子设备4000可以包括主机4100和存储设备4200。主机4100可以与存
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储设备4200交换数据。例如，主机4100可以包括一个或更多个核。

[0095] 存储设备4200可以包括具有片上存储器4215的控制器4210和存储设备4220。控制

器4210可以处理主机4100的请求，可以执行加载到片上存储器4215上的程序，并且可以控

制存储设备4220。片上存储器4215和存储设备4220可以包括参考图1至图10描述的存储设

备100和1000中的至少一个，诸如SRAM设备、DRAM设备、TRAM设备、NAND闪存存储设备、NOR闪

存存储设备、RRAM设备、FRAM设备和/或PRAM设备。例如，存储设备4200可以是固态驱动器

(SSD)设备、能够附接到电子设备4000或者从电子设备4000卸离的存储卡、安全数字(SD)

卡、嵌入多媒体卡(eMMC)、通用闪存存储(UFS)卡，等等。

[0096] 参考图14，电子设备5000可以包括处理器5100、工作存储器5200、存储设备5300、

通信块5400、用户接口5500以及总线5600。处理器5100可以控制电子设备5000的总体操作。

处理器5100可以处理各种各样的算术运算和/或逻辑运算。工作存储器5200和存储设备

5300可以与处理器5100交换数据。工作存储器5200可以用作电子设备5000的缓冲器或高速

缓存。不管是否被供应电力，存储设备5300都可以存储数据。工作存储器5200和/或存储设

备5300可以包括参考图1至图10所描述的存储设备100和1000中的至少一个，诸如SRAM设

备、DRAM设备、TRAM设备、NAND闪存存储设备、NOR闪存存储设备、RRAM设备、FRAM设备和/或

PRAM设备。例如，存储设备5300可以是固态驱动器(SSD)设备。

[0097] 通信块5400可以在处理器5100的控制下与电子设备5000的外部进行通信。例如，

通信块5400可以基于诸如长期演进(LTE)、全球微波接入互操作性(WiMax)、全球移动通信

系统(GSM)、码分多址(CDMA)、蓝牙、近场通信(NFC)、无线保真(Wi-Fi)，以及射频识别

(RFID)之类的各种无线通信协议和/或诸如传输控制协议/网际协议(TCP/IP)、通用串行总

线(USB)、小型计算机系统接口(SCSI)、先进技术附件(ATA)、平行ATA(PATA)、串行的ATA

(SATA)、串行附接SCSI(SAS)、集成驱动电路(IDE)和/或火线之类的各种有线通信协议中的

至少一个与电子设备5000的外部进行通信。

[0098] 用户接口5500可以在处理器5100的控制下提供用户和电子设备5000之间的通信

接口。例如，用户接口5500可以包括诸如键盘、鼠标、小键盘、按钮、触摸面板、触摸屏、触摸

板、触摸球、照相机、麦克风、陀螺仪传感器和/或振动传感器之类的输入接口。用户接口

5500可以包括诸如液晶显示器(LCD)设备、发光二极管(LED)显示设备、有机LED(OLED)显示

设备、有源矩阵OLED(AMOLED)显示设备、扬声器和/或电机之类的输出接口。

[0099] 总线5600可以提供电子设备5000的组件之间的通信路径。电子设备5000的组件可

以基于总线5600的总线格式来与彼此交换数据。例如，总线格式可以包括诸如USB、SCSI、高

速外部组件互联(PCIe)、移动PCIe(M-PCIe)、高速非易失性存储器(NVMe)、ATA、PATA、SATA、

SAS、IDE，以及通用闪存存储(UFS)之类的各种协议中的一个或多个。

[0100] 参考图15，电子设备6000可以包括应用处理器6100、显示器6220以及图像传感器

6230。应用处理器6100可以包括DigRF主设备6110、显示串行接口(DSI)主机6120、照相机串

行接口(CSI)主机6130和物理层6140。DSI主机6120可以依照DSI与显示器6220的DSI设备

6225进行通信。例如，可以在DSI主机6120中实施光学串行器SER，并且可以在DSI设备6225

中实施光学解串器DES。CSI主机6130可以通过CSI与图像传感器6230的CSI设备6235进行通

信。例如，可以在CSI主机6130中实施光学解串器DES，并且可以在CSI设备6235中实施光学

串行器SER。电子设备6000可以另外包括与应用处理器6100进行通信的射频(RF)芯片6240。
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RF芯片6240可以包括物理层6242、DigRF从设备6244和天线6246。例如，RF芯片6240的物理

层6242和应用处理器6100的物理层6140可以依照由MIPI联盟所支持的DigRF接口来与彼此

交换数据。

[0101] 电子设备6000可以另外包括工作存储器6250和嵌入式/卡片存储设备6255。工作

存储器6250和嵌入式/卡片存储设备6255可以存储或者输出与应用处理器6100相关联的数

据。工作存储器6250和嵌入式/卡片存储设备6255可以包括参考图1至图10描述的存储设备

100和1000中的至少一个，诸如SRAM设备、DRAM设备、TRAM设备、NAND闪存存储设备、NOR闪存

存储设备、RRAM设备、FRAM设备，和/或PRAM设备。嵌入存储设备6255可以被嵌入在电子设备

6000中，并且作为可移除的设备的卡存储设备6255可以被安装在电子设备6000上或者可以

与电子设备6000分开。

[0102] 电子设备6000可以通过诸如WiMAX  6260、无线局域网网络(WLAN)6262或超宽频带

(UWB)6264之类的通信模块与外部设备/系统进行通信。此外，电子设备6000可以基于诸如

LTE、GSM、CDMA、蓝牙、NFC、Wi-Fi，以及RFID之类的各种无线通信协议和/或诸如TCP/IP、

USB、SCSI、M-PCIe以及火线之类的各种有线通信协议中的至少一个与外部设备/系统进行

通信。电子设备6000可以另外包括扬声器6270和麦克风6275以用于处理语音信息的目的。

电子设备6000可以进一步包括全球定位系统(GPS)设备6280以用于处理位置信息。电子设

备6000可以另外包括桥芯片6290以用于管理与外围设备的连接。

[0103] 根据本发明构思的实施例的存储设备可以独立于电源电压、通过使用读电压和写

电压中的一个来对于位线和源极线操作开关电路。因此，存储设备可以防止和/或减少因电

源电压变得更低而造成的泄漏电流、读失败和/或写失败的发生。

[0104] 尽管已经参考其示例性实施例描述了本发明构思，但对于那些本领域普通技术人

员将明显的是，在不背离如在所附权利要求中所阐述的本发明构思的精神和范围的情况

下，可以对其进行各种改变和修改。
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